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【背景及び目的】　イットリウム三水素化物 (YH3)は透明性に優れ、半導体的性質を有するため
[1]、本研究グループでは ITO(Indium-Tin-Oxide)の代替材料としても有望であると考え、Pt膜を水
素触媒膜として用いることにより、比較的低温且つ大気圧下で良好なYH3を得ることに成功して

いる [2]。本研究では将来的なセンサー応用等の為に Pt膜の代替として Pt触媒内包の絶縁膜を考
え、その有用性について検証を行う。

【試料作製方法】　絶縁膜としてはAlNを用いた。熱酸化膜付きシリコン基板上に真空一貫により
Yを 300nm、その後 PtとAlNを 5nm共スパッタリングし、RT～180◦Cにおいて水素化を行った。
【実験結果】　 Fig.1の TEM像より、黒斑点の領域は格子間隔から Pt結晶と推測され、AlN膜中に
Pt粒子が分散していることがわかる。加えて、4.5～6.3 MΩ · cmの高抵抗率を示していることも確
認できた。また、この膜を有する試料に関しては、Fig.2に示す XRDの結果より、120◦C～140◦C
の低温においても三水素化が可能である。一方、Fig.3に示す XRDの結果より、室温においては
少なくとも３日程度は脱水素を阻止する効果があることも確認できた。以上により、YH3を種々

のデバイスに応用する際に、AlN-Pt膜が水素触媒膜且つ絶縁膜として有用であることが示せた。
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Fig. 1. TEM image of AlN-Pt.
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Fig. 2. Hydrogenation
through AlN-Pt by annealing.
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Fig. 3. Suppression of
dehydrogenation

by (a) AlN-Pt and (b) Pt only.
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